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Тема: Исследование характеристик полевых транзисторов 

 

Цель работы:  Изучить статические ВАХ и другие определяющие характеристики 

полевых  транзисторов 

 

Расчетная часть  

 

1. Транзистор с управляющим p-n переходом 

 

Таблица 1.1 – Характеристики транзистора с управляющим p-n переходом 
Марка 

транзистора 

(тип канала) 

 

Параметры  
maxcI  maxcиU  maxзиU  отсзиU   пор зиU  

Ед.изм. mA B B B B 

Количественные 

значения 

     

 

 

Таблица 1.2 – Семейство стоко-затворных характеристик транзистора с управляющим 

p-n переходом 

№ 
отсзиU , 

В 

зиU ,В зиU ,В 

(рассчитанные 

значения) 

сиU =0.01 maxcиU ,

B 
сиU = 0.5 maxcиU ,В 

(рассчитанные значения) (рассчитанные значения) 

сI , mA сI , mA 

1.  0.95 отсзиU   
   

2. 0.75 отсзиU      

3. 0.5 отсзиU      

4. 0.25 отсзиU      

5. 0    

Привести формулы для расчета сI , mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспериментальная часть 

 

Таблица 1.3 – Семейство стоко – затворных характеристик транзистора с 

управляющим p-n переходом 

№ зиU ,В 
(поставить 

рассчитанные 

значения) 

сиU =0.01 maxcиU ,B 
(поставить рассчитанные 

значения) 

сиU = 0.5 maxcиU ,В 
(поставить рассчитанные 

значения) 

S 

сI , mA сI , mA 

1. 0.95 отсзиU      

2. 0.75 отсзиU     

3. 0.5 отсзиU     

4. 0.25 отсзиU     

5. 0   

 

Построить графики стоко – затворных характеристик транзистора ……… (марка).  

(для рассчитанной и экспериментальной частей) 

Показать на графике определение S. 

 

Таблица 1.4 - Семейство выходных ВАХ ПТУП-транзистора 

UЗИ,1= 0.9UЗИОТС,В UЗИ,2= 0.5UЗИ ОТС,В UЗИ,3= 0.1UЗИ ОТС,В UЗИ,4= 0 В rвых 

UСИ,В IC, 

mA 

UСИ,В IC, 

mA 

UСИ,В IC, 

mA 

UСИ,В IC, 

mA 

0.1(Uзи отс-Uзи,1)  0.1(Uзи отс-Uзи,2)  0.1(Uзи отс-Uзи,3)  0.1(Uзи отс-Uзи,4)   

0.5( Uзи отс-Uзи,1)  0.5(Uзи отс-Uзи,2)  0.5(Uзи отс-Uзи,3)  0.5(Uзи отс-Uзи,4)  

Uзи отс-Uзи,1  Uзи отс-Uзи,2  Uзи отс-Uзи,3  Uзи отс-Uзи,4  

0.5Ucи max  0.5Ucи max  0.5Ucи max  0.5Ucи max  

0.8Ucи max  0.8Ucи max  0.8Ucи max  0.8Ucи max  

 

Построить графики выходных ВАХ транзистора ……… (марка).  

(для экспериментальной части) 

 

Показать на графике определение rвых. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -Графики стоко – затворных характеристик транзистора 

(для рассчитанной и экспериментальной частей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Определение S 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Графики выходных ВАХ транзистора. 

(для экспериментальной части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Определение rвых 

 

 



 

 

 

Расчетная часть  

 

2.Транзистор с индуцированным каналом 

 

Таблица 2.1 – Характеристики транзистора с индуцированным каналом 
Марка 

транзистора 

(тип канала) 

 

Параметры  
maxcI  maxcиU  maxзиU  отсзиU   пор зиU  

Ед.изм. mA B B B B 

Количественные 

значения 

     

 

Таблица 2.2 – Семейство стоко – затворных характеристик транзистора  

с индуцированным  каналом 

№ 
порзиU , 

В 

зиU ,В b зиU ,В 

(рассчитанн

ые значения) 

сиU =0.01 maxcиU ,

B 
сиU =0.5 maxcиU ,

B 
(рассчитанные значения) (рассчитанные значения) 

сI , mA сI , mA 

1.  пор зиU      

2. 2 пор зиU     

3. 3 пор зиU     

4. 0.5 maxзиU     

5. 0.95 maxзиU     

 

Привести формулы для расчета b и сI , mA. 

 

Экспериментальная часть 

 

Таблица 2.3 – Семейство проходных ВАХ МДП-транзистора  

с индуцированным  каналом. 

№ зиU ,В сиU =0.01 maxcиU ,B сиU =0.5 maxcиU ,B 

сI , mA сI , mA 

1. пор зиU    

2. 2 пор зиU    

3. 3 пор зиU    



4. 0.5 maxзиU    

5. 0.95 maxзиU    

Построить графики стоко – затворных характеристик транзистора ……… (марка).  

(для рассчитанной и экспериментальной частей) 

 

 

Таблица 2.4 – Семейство выходных ВАХ МДП-транзистора с индуцированным 

каналом. 

UЗИ,1= 1.1UЗИ пор,В UЗИ,2= 2UЗИ пор,В UЗИ,3= 3UЗИ пор,В UЗИ,4=4UЗИ пор,В 

UСИ,В IC, 

mA 

UСИ,В IC, 

mA 

UСИ,В IC, 

mA 

UСИ,В IC, 

mA 

0.1(Uзи,1-Uзи пор)  0.1(Uзи,2-Uзи пор)  0.1(Uзи,3-Uзи пор)  0.1(Uзи,4-Uзи пор)  

0.5(Uзи,1-Uзи пор)  0.5(Uзи,2-Uзи пор)  0.5(Uзи,3-Uзи пор)  0.5(Uзи,4-Uзи пор)  

Uзи,1-Uзи пор  Uзи,2-Uзи пор  Uзи,3-Uзи пор  Uзи,4-Uзи пор  

0.5Ucи max  0.5Ucи max  0.5Ucи max  0.5Ucи max  

0.8Ucи max  0.8Ucи max  0.8Ucи max  0.8Ucи max  

 

 

Построить графики выходных ВАХ транзистора ……… (марка).  

(для экспериментальной части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - Семейство стоко – затворных характеристик транзистора 

с индуцированным  каналом 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок -Графики выходных ВАХ транзистора 


